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@ Spaltschleuse fur das Ein- oder Ausbringen von Substraten von der einen in eine benachbarte 
Behandlungskammer 

(57) Bei einer Spaltschleuse fur das Ein- oder Ausbringen. von 

Substraten von der einen in eine benachbarte Behandlungs- 
kammer (3, 4), insbesondere fur eine Durchlauf-Vakuumbe- 

schichtungsanlage, mit einer in der die Raume voneinander 

trennenden Wand (5) vorgesehenen spaitformigen Durch- 

trittsoffnung (14) fur die Substrate (15 r 15', ...) ist die 

Trennwand (5) im Bereich der die spaltformige Durchtritts- 

offnung (14) begrenzenden Wandpartien (16, 17) mit minde- 

stens zwei einander diametral gegeniiberliegenden und 

zueinander parallelen, sich in einer zur Ebene der Trennwand 

(5) parallelen Ebene erstreckenden Nuten, Ausnehmungen 

oder Kanalen (18, 19) versehen, die mit Anschliissen (20, 21) 

korrespondieren, uber die ein Sperrgas in diese einstromt, 

das von dort aus den ganzen durch die Durchtrittsoffnung 

(14) begrenzten Raum fullt und von diesem aus weiter in die 
B benachbarten, an Vakuumpumpen (22, 23) angeschlossenen 
f Kammern (3, 4) stromt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Spaltschleuse fiir das Ein- 
oder Ausbringen von Substraten von der einen in eine 
benachbarte Behandlungskammer oder vom atmospha- 5 
rischen Raum in eine mit ProzeBgas gefiillten Kammer 
und umgekehrt, insbesondere fiir eine Durchlauf-Vaku- 
umbeschichtungsanlage, mit einer in der die Raume 
voneinander trennenden Wand vorgesehenen spaltfor- 
migen Durchtrittsoffnung fur die Substrate. 10 

Bekannt ist ein Verfahren zum Beschichten von Ban- 
dern in einer Vakuumkammer unter Verwendung eines 
endlosenTragerbandes(DOS 27 47 061), welches das zu 
beschichtende Band auf dem Wege von einer Abwickel- 
waize zu einer Aufwickelwalze mindestens auf dem We- 15 
ge durch eine Schleusenvorrichtung der Vakuumkam- 
mer begleitet, wobei das zu beschichtende Band sowohl 
am einlaufenden als auch am auslaufenden Trumm des 
Tragerbandes schlupffrei anliegend gehalten wird, wo- 
bei das zu beschichtende Band innerhalb der Vakuum- 20 
kammer uber eine begrenzte Weglange vom Trager- 
band abgehoben und auf der dem Tragerband zuge- 
kehrten Seite beschichtet wird Die Schleusenvorrich- 
tung besteht in diesem Fall aus einer Vielzahl von paral- 
lel zueinander angeordneten Schiitzblenden, wobei jede 25 
der einzelnen von den Schiitzblenden getrennten Kam- 
mern jeweils mit dem Saugstutzen einer Vakuumpumpe 
verbunden ist und wobei die Auslegung der einzelnen 
Pumpensatze so getroffen ist, daB die Driicke in der 
Reihe vom Zulauf des Substrats in die erste Schleusen- 30 
kammer zur ProzeBkammer hin abnehmen. 

Bekannt ist weherhin (EPO 106521) ein Verfahren 
fur die Niederschlagung von Halbleitermaterial durch 
eine Glimmentladung innerhalb einer Niederschlags- 
vorrichtung mit mindestens einer ersten und einer zwei- 35 
ten Niederschlagskammer, die uber einen GasdurchlaB 
miteinander verbunden sind, um Spulgas von einem 
Spulgaskanal zu erhalten, wobei jede der Kammern ei- 
ne Kathode und einen Evakuierungskanal enthalt, wo- 
bei in dem Verfahren ein Substrat durch den Gasdurch- 40 
laB von einer der Niederschlagskammern zu der ande- 
ren Niederschlagskammer bewegt wird, ProzeBgase in 
an den Kathoden anliegende Plasmabereiche eingelas- 
sen werden, die Gase derart angeregt werden, daB sie in 
den Plasmabereichen in die Niederschlagsart desoziie- 45 
ren, die als Schichten auf eine Oberflache des Substrats 
niedergeschlagen werden, wobei das in die erste Kam- 
mer eingefuhrte ProzeBgas DotierungsprozeBgas und 
das in die zweite Kammer eingeftihrte ProzeBgas Eigen- 
leitungsprozeBgas aufweist, wobei nicht verbrauchtes 50 
ProzeBgas von den Plasmabereichen durch die Evakuie- 
rungsdurchlasse abgezogen werden und Spulgas an den 
GasdurchlaB angelegt wird, um eine Kontaminierung 
der ProzeBgase untereinander in angrenzenden Nieder- 
schlagskammern zu verhindern, wobei eine ausreichen- 55 
de VolumendurchfluBrate von Spulgas in den an der 
Seite der zweiten Kammer des Gasdurchlasses anlie- 
genden Spulgaskanal derart gerichtet wird, daB ein im 
wesentlichen in eine Richtung stromender laminarer 
FluB von Spulgas durch den GasdurchlaB von der zwei- 60 
ten Niederschlagskammer zu der ersten Niederschlags- 
kammer uber die Oberflache des Substrats erreicht 
wird, auf dem eine Schicht von Halbleitermaterial nie- 
dergeschlagen worden ist, und um im wesentlichen die 
Diffusion des DotierungsprozeBgases von der ersten 65 
Kammer zu der zweiten Kammer ein FluB von Spulgas 
in die zweite Kammer verhindert wird, so daB das nicht 
verbrauchte ProzeBgas und die nicht niedergeschlagene 
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Niederschlagsart in der zweiten Kammer im wesentli- 
chen auf die Nachbarschaft der Kathode und den Eva- 
kuierungsdurchlaB begrenzt werden. 

Zur Herstellung von Mehrfachschichtsystemen fiir 
Datenspeicher, Displays, Solarzellen usw. werden haufig 
Durchlaufanlagen eingesetzt, in denen die im wesentli- 
chen zweidimensionalen Substrate auf Paletten hefe- 
stigt sind, die nacheinander verschiedene Beschich- 
tungsstationen passieren. Bei den Beschichtungsprozes- 
sen handelt es sich hauptsachlich um nichtreaktive und 
reaktive Zerstaubungs- und CvD-Prozesse. 

Da die einzelnen Verfahren in der Regel genau defi- 
nierte ProzeBgasatmospharen (Gasart und Partial- 
druck) erfordern, kommt einer ausreichenden vakuum- 
technischen Trennung der Beschichtungsstationen be- 
sondere Bedeutung zu. 

Fiir Anlagen zur Erzeugung von Mehrfachschichtsy- 
stemen eignen sich die oben beschriebenen Vorrichtun- 
gen beziehungsweise Verfahren in der Regel nicht, da 
derartige Vorrichtungen infolge der Vielzahl von hinter- 
einander anzuordnenden Schleusenkammern enorm 
platzaufwendig sind und dariiber hinaus durch die erfor- 
derliche Zahl von Pumpensatzen auch sehr kostspielig 
sind. 

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufga- 
be zugrunde eine Spaltschleuse zu schaffen, die die 
Nachteile der bekannten Schleusen dieses Typs nicht 
aufweist und die einerseits eine moglichst hohe Durch- 
schleusgeschwindigkeit zulafit und die andererseits eine 
gute vakuumtechnische Trennung der Beschichtungs- 
stationen erlaubt 

ErfindungsgemaB wird dies dadurch erreicht, daB die 
Trennwand im Bereich der beiden langen und zueinan- 
der parallelen, die spaltformige Schleusenoffnung be- 
grenzenden Wandpartien mit mindestens zwei einander 
diametral gegenuberliegenden und zueinander paralle- 
len sich in einer zur Ebene der Trennwand parallelen 
Ebene erstreckenden Nuten, Ausnehmungen oder Aus- 
stromkanalen versehen sind, wobei die Nuten, Ausneh- 
mungen oder Ausstromkanale mit Anschliissen korre- 
spondieren, uber die ein Sperrgas in diese einstromt, das 
von dort aus den ganzen Spaltraum fiillt und von diesem 
aus weiter in die benachbarten an Vakuumpumpen an- 
geschlossenen Kammern stromt 

Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung 
sind in den anhangenden Patentanspriichen naher be- 
schrieben und gekennzeichnet 

Die Erfindung laBt die verschiedensten Ausfuhrungs- 
moglichkeiten zu; eine davon ist in der anhangenden 
Zeichnung schematisch naher dargestellt 

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus den bei- 
den an Vakuumpumpen 22, 23 angeschlossenen Behand- 
lungskammern 3, 4 die durch die Wand 5 voneinander 
getrennt sind, den in den Behandlungskammern 3, 4 an- 
geordneten Kathoden 6, 7 bzw. 8, 9 mit den zugehorigen 
Targets 10, 11 bzw. 12, 13, den durch die Kammern 3, 4 
langs eines Schienenwegs 25 bewegbaren Paletten oder 
Substrattrager 24 mit den an ihnen befestigten Substra- 
ten 15, 15', . . . , den einerseits mit den Sperrgas-Behal- 
tern 28, 29 und andererseits mit den Gasanschlussen 20, 
21 verbundenen Druckleitungen 26, 27, den in die Wand- 
partien 16, 17 eingearbeiteten Nuten oder Kanalen 18, 
19 und den die beiden Kammern 3, 4 nach beiden Enden 
zu abschlieBenden Schleusen 30, 31. 

Zur vakuumtechnischen Trennung der beiden Kam- 
mern 3, 4 stromt Sperrgas iiber die Leitungen 26, 27, die 
Gasanschliisse 20, 21 und die Nuten 18, 19 in die im 
wesentlichen von den Wandpartien 16, 17 begrenzte 
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Durchtrittsoffnung 14 ein und von hier aus zwischen den 
vom Substrattrager 24 bzw. den Substraten 15, 15', . . . 
einerseits und den Wandpartien andererseits gebildeten 
Spalten in die Kammern 3 bzw. 4 aus denen das Sperr- 
gas anschlieBend von den Pumpen 22, 23 abgesaugt 
wird, so daB diese fast voilstandig mit den ProzeBgasen 
durchfiutet sind die uber die Leitungen 32, 33 einlaBbar 
sind und fur den BehandlungsprozeB notwendig sind. 

Dadurch, daB das Sperrgas zumindest im Bereich der 
Durchtrittsoffnung 14 die Paletten 24 und die auf ihnen 
befestigten Substrate 15, 15', . . . voilstandig und aUseits 
umspiilt und auch in den Phasen des Prozesses in denen 
sich keine Paletten 24 in der Durchtrittsoffnung 14 be- 
finden den von den vier Wandpartien (von denen nur die 
beiden Partien 16, 17 zeichnerisch dargestellt sind) um- 
schlossenen Raum voilstandig ausfullt ist gewahrleistet, 
daB keinerlei ProzeBgas aus der einen Kammer 3 in die 
benachbarte Kammer einsickert bzw. eingespiilt wird. 
Voraussetzung dabei ist allerdings, daB das Sperrgas mit 
einem hoheren Druck in die Durchtrittsoffnung 14 ein- 
stromt, als die ProzeBgase in die Kammern 3 und 4. 
SchlieBlich ist klar, daB es sich bei dem Sperrgas urn ein 
Inertgas handeln muB. 

Bezugszeichenliste 

3 Behandlungskammer 

4 Behandlungskammer 

5 Trennwand 

6 Kathode 

7 Kathode 

8 Kathode 

9 Kathode 

10 Target 

11 Target 

12 Target 

13 Target 

14 Durchtrittsoffnung 
15, 15',...Substrat 

16 Wandpartie 

17 Wandpartie 

18 Kanai, Nut, Ausnehmung 

19 Kanal, Nut, Ausnehmung 

20 GasanschluB 

21 GasanschluB 

22 Vakuumpumpe 

23 Vakuumpumpe 

24 Substrattrager, Palette 

25 Schienenweg 

26 Druckleitung 

27 Druckleitung 

28 Sperrgasbehalter 

29 Sperrgasbehalter 

30 Schleuse 

31 Schleuse 

32 ProzeBgasleitung 

33 ProzeBgasleitung 
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fur die Substrate (15, 15', . . . ), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Trennwand (5) im Bereich der 
beiden langen und zueinander parallelen, die spalt- 
formige Durchtrittsoffnung (14) begrenzenden 
Wandpartien (16, 17) mit mindestens zwei einander 
diametral gegeniiberliegenden und zueinander par- 
allelen, sich in einer zur Ebene der Trennwand (5) 
parallelen Ebene erstreckenden Nuten, Ausneh- 
mungen oder Kanalen (18, 19) versehen ist die mit 
Anschliissen (20, 21) korrespondieren uber die ein 
Sperrgas in diese einstrdmt das von dort aus den 
ganzen durch die Durchtrittsoffnung (14) begrenz- 
ten Raum full! und von dies em aus weiter in die 
benachbarten, an Vakuumpumpen (22, 23) ange- 
schlossenen Kammer (3, 4) stromt 
2. Spaltschleuse nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das uber die Nuten, Ausnehmungen 
oder Kanale (18, 19) in die Durchtrittsoffnung (14) 
einstromende Sperrgas ein inertes Gas ist und mit 
einem Druck in die Durchtrittsoffnung (14) eintritt 
der hoher bemessen ist, als die Driicke die die Pro- 
zeBgase in den Kammern (3, 4) aufweisen. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeiciinungen 
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1. Spaltschleuse fur das Ein- oder Ausbringen von 
Substraten von der einen in eine benachbarte Be- 
handlungskammer (3, 4), oder vom atmosphari- 
schen Raum in eine mit ProzeBgas geflutete Kam- 
mer und umgekehrt, insbesondere fur eine Durch- $5 
lauf-Vakuumbeschichtungsanlage, mit einer in der 
die Raume voneinander trennenden Wand (5) vor- 
gesehenen spaltformigen Durchtrittsoffnung (14) 
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